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Disefoy
caracterizacio
nde
materialesy
dispositivos

eneracion de
procesos de
fabricacion de
dispositivos integrados
en GaNy otras
tecnologias lll-V con

alta repetibilidad Desarrollode la

capacidad de
fabricacion de
circuitos integrados
de RF y/o senal mixta
de prestaciones
mejoradas
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LINEA DE INVESTIGACION 1

Transistores con semiconductores de gap ancho

Source Drain| g_ E
» Desarrollo HEMTs normally-off mediante p-GaN gate R ___.:f AlGaN e 2DEG
5 UID-GaN | | g UD-GaN
. : Buffer
_ i Substrate
Substrate
(b) Normally-OFF p-GaN gate GaN HEMT

(@) Normally-ON GaN HEMT Rocha et al., Energies 16, 2978 (2023)

» Fabricacion HEMTs con patrones nanométricos
Mediante litografia térmica de barrido (t-SPL) y
litografia electronica (EBL). L e 2D graphene

> Integracion de materiales 2D
Mejorar la pasivacién con h-BN y los contactos con grafeno
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LINEA DE INVESTIGACION 2

Diodos de conmutacion con semiconductores de gap estrecho

Simulacion, fabricaciény
caracterizacion de diodos de
conmutacion

Proyecto centrado en diodos PIN, los

cuales podemos creceren el IES 5
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Conmutadores iddoneos para circuitos
de RF de alta potencia
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LINEA DE INVESTIGACION 3

Encapsulado de dispositivos electronicos

» Demostradores SiP para dispositivos de GaN

interconnect interconnects interconnects

1=18/11 - - "
*-‘ ’<— ] h board
gap g gap g

Wirebonding Embedded chip Flip-chip
W. Heinrich et al., doi: 10.1109/JMW.2020.3032879.

» Desarrollo de capas de ALN y AlScN para disipacion térmica

r."é Medida de propiedades térmicas
AIN /

O Caracterizacion: XRD, FTIR, AFM
CEMDATIC g T Integracion en dispositivos de test
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